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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年7月9日(2015.7.9)

【公表番号】特表2014-526146(P2014-526146A)
【公表日】平成26年10月2日(2014.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2014-054
【出願番号】特願2014-520222(P2014-520222)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/301    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/302    (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/351    (2014.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/067    (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/00     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/78     　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０５Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    ２０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/78     　　　Ｂ
   Ｂ２３Ｋ   26/351    　　　　
   Ｂ２３Ｋ   26/067    　　　　
   Ｂ２３Ｋ   26/00     　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月19日(2015.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の集積回路を上に有する前面を含み、前面とは反対の後面を有する半導体ウェハを
ダイシングする方法であって、
　集積回路を覆い、保護する層を含むマスクを、半導体ウェハの前面上に形成する工程と
、
　分割ビームレーザスクライビングプロセスでマスク及び半導体ウェハの一部をパターニ
ングし、これによってパターニングされたマスクを提供し、集積回路間で半導体ウェハ内
に部分的に、しかしながら半導体ウェハを貫通しないでトレンチを形成する工程であって
、各々のトレンチは、半導体ウェハ内に開口部を有し、半導体ウェハ内の開口部は幅を有
する工程と、
　パターニングされたマスクを露出させながら、トレンチを貫通して半導体ウェハをプラ
ズマエッチングし、これによって対応するトレンチの延長を形成し、集積回路を個片化す
る工程であって、各々の対応するトレンチの延長は、前記幅を有する工程を含む方法。
【請求項２】
　分割ビームレーザスクライビングプロセスでマスク及び半導体ウェハの一部をパターニ
ングする工程が、レーザビームをＭ×Ｎの点列に分割する工程を含み、Ｍ又はＮのうちの
１つは１より大きい請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　ＭとＮの両方が１より大きい請求項２記載の方法。
【請求項４】
　Ｍ×Ｎの点列の全ての点が同じ出力を有する請求項２記載の方法。
【請求項５】
　第１の点が、第２の点とは異なる出力を有する請求項２記載の方法。
【請求項６】
　Ｍ＝２かつＮ＝２であり、Ｍ×Ｎの点列は、正方形及び長方形から成る群から選択され
る形状を有する請求項３記載の方法。
【請求項７】
　分割ビームレーザスクライビングプロセスでマスク及び半導体ウェハの一部をパターニ
ングする工程は、フェムト秒ベースのレーザを使用する工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　複数の集積回路を上に有する前面を含み、前面とは反対の後面を有する半導体ウェハを
ダイシングする方法であって、
　集積回路を覆い、保護する層を含むマスクを、半導体ウェハの前面上に形成する工程と
、
　分割ビームレーザスクライビングプロセスでマスク及び半導体ウェハの一部をパターニ
ングし、これによってパターニングされたマスクを提供し、集積回路間で半導体ウェハ内
に部分的に、しかしながら半導体ウェハを貫通しないでトレンチを形成する工程であって
、各々のトレンチは、半導体ウェハ内に開口部を有し、半導体ウェハ内の開口部は幅を有
し、分割ビームレーザスクライビングプロセスは、レーザビームをＭ×Ｎの点列に分割す
る工程を含み、ＭとＮの両方が１より大きい工程と、
　パターニングされたマスクを露出させながら、トレンチを貫通して集積回路を個片化し
、これによって分割ビームレーザスクライビングプロセスとは異なるプロセスを用いて対
応するトレンチの延長を形成する工程であって、各々の対応するトレンチの延長は、前記
幅を有する工程を含む方法。
【請求項９】
　Ｍ×Ｎの点列の全ての点が同じ出力を有する請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　第１の点が、第２の点とは異なる出力を有する請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　Ｍ＝２かつＮ＝２であり、Ｍ×Ｎの点列は、正方形及び長方形から成る群から選択され
る形状を有する請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　分割ビームレーザスクライビングプロセスでマスク及び半導体ウェハの一部をパターニ
ングする工程は、フェムト秒ベースのレーザを使用する工程を含む請求項８記載の方法。
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